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@ Mikrowellenringhybrid.

@ Ein Mikrowellenringhybrid auf einem dielektrischen Tré-
gersubstrat (5) weist AnschiuBarme (1, 2, 3, 4} in Microstrip-
Technik auf. Der Ring (6) des Hybrids besteht aus einer
Schlitzleitung, die in eine leitfahige Schicht auf der den
AnschluBarmen {1, 2, 3, 4) abgewandten Seite des Trager-
substrates (5) eingelassen ist.
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Mikrowellenringhybrid

Die Erfindung betrifft ein Mikrowellenringhybrid gemdR dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1. Ein solches Ringhybrid
ist beispielsweise bekannt aus Siemens-Zeitschrift 48 (1974)
Beiheft "Nachrichten-Ubertragungstechnik", Seite 162, Bild 8.

Dieses Ringhybrid ist komplett in Microstrip-Technik auf ei-
ner Seite eines Keramiksubstrates ausgefiihrt. Die AnschluB-
arme sind galvanisch gekoppelt, sodaR beispielsweise beil
Verwendung des Ringhybrids zur Parallelschaltung zweier Ver-
stdrkermodule zusdtzliche Netzwerke zur galvanischen Ent-
kopplung der AnschluBarme, wie etwa Chip-Kondensatoren oder
Fingerkoppler, zusdtzlich vorgesehen sein miissen. Diese zu-
sdtzlichen Bauelemente kdnnen die Symmetrie und Anpassung
des Ringhybrids stdren und damit Reflexionen und Verluste
hervorrufen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, das Mikrowellenring-
hybrid gemidR dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 so aus-

zubilden, da® alle AnschluBarme galvanisch voneinander ent-
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koppelt sind ohne Verwendung zusdtzlicher Bauelemente.
Diese Aufgabe wird durch das kennzeichnende Merkmal des

Patentanspruchs 1 geldst.

Kopplungen zwischen Schlitzleitungen und Microstrip-Lei-
tungen sind an sich bekannt, beispielsweise aus

DE - 05 26 07634. Dieser Verdffentlichung ist aber keine
Anregung zu entnehmen, wie ein Mikrowellenringhybrid bei
galvanischer Entkopplung aller AnschluBarme ohne Zusatz-
maknahmen realisiert werden kdnnte.

In den Unteranspriichen sind vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung aufgezeigt.

Erhebliche Vorteile der Erfindung sind insbesondere darin
zu sehen, daR sich trotz der galvanischen Entkopplung aller
AnschluBarme sidmtliche Ein- und Ausginge des Ringhybrids
auf einer Seite des Trdgersubstrates befinden. Dadurch
konnen die mit dem Ringhybrid zu verbindenden Baugruppen
alle auf einer Seite des Tridgersubstrates angeordnet wer-
den. Die Schlitzleitung, die wegen ihres unglinstigen Ab-
strahlverhaltens nicht mit einstrahlungsempfindlichen Bau-

gruppen gekoppelt sein darf, befindet sich auf der diesen

- Baugruppen abgewandten Tridgersubstratseite und stdrt so-

mit kaum. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, da®

die Trdgersubstratseite auf der sich die Schlitzleitung
befindet, bis auf die "Stdrstelle - Schlitzleitung" eine
geschlossene leitfihige Schicht trdgt und so Abstrahlungen
der mit dem Ringhybrid verbundenen Baugruppen in Richtung
Trigersubstrat abschirmt. Benachbarte Mikrowellenbauteile
kdnnen daher, ohne wesentlichen St&rstrahlungen ausgesetzt
zu sein, in die Nihe dieser leitfdhigen Schicht gebracht
werden. Die Packungsdichte von Mikrowellenschaltungen kann
somit wesentlich erhdht werden.
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Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung nun ndher er-

ldutert.

Es zeigen

Fig. 1 eine Aufsicht auf ein 180° - Ringhybrid nach der
Erfindung,

Fig. 2 eine Schnittzeichnung hierzu und

Fig. 3 ein 90° - Ringhybrid.

In Fig. 1 sind die AnschluBarme des Ringhybrids mit den Be-~
zugszeichen 1, 2, 3 und 4 bezeichnet. Sie befinden sich auf
der Oberseite des aielektrischen Trdgersubstrates 5 und sind
als Microstrip-Leitungen ausgefliihrt. Der Ring 6 des Ring-
hybrids besteht aus einer geschlossenen Schlitzleitung auf
der Unterseite des Trdgersubstrates 5. Die AnschluBarme 1,
2, 3 und 4 kreuzen den Ring 6 im Koppelbereich senkrecht.
Die AnschluRarme 1, 2, 3 und 4 sind auf dem Umfang des Rin-
ges 6, der insgesamt einen Umfang von 3/2 A aufweist, wie
bei einem herkdémmlichen 180° - Ringhybrid verteilt; d.h.
der Abstand zweler AnschluBarme - 1 und 3 - auf dem Umfang
des Ringes 6 betrdgt 3/4 A und die weiteren AnschluBarme

- 2 und 4 - haben jeweils einen Abstand von A/Y4 auf dem
Umfang des Ringes 6 zu benachbarten AnschluBarmen. Die ei-
nen Leitungsenden der AnschluBarme 1, 2 und 3 ragen um ein
A/ U4 -~ Stiick in den Ringbereich hinein und sorgen damit fir
eine geeignete Transformation im Koppelbereich von Schlitz-
leitung und Microstrip-Leitung. Die Leitungsldngen A/4,

3/4), 3/2 A kOnnen jeweils mit einem Faktor n (n = 1, 2, 3, ...)

multipliziert sein. Die Ausgestaltung des vorzugsweise mit
einem Absorber beschalteten AnschluBarmes 4 kann auf ver-
schiedene Weise geschehen. Entweder kdnnen beide Leitungs-
enden diesseits und jenseits der Ringliberkreuzung um je-
weils ein A /4 - Leitungsstiick in den Ringbereich hinein-
bzw. von diesem nach auBen wegragen oder es kann, wie in
Fig. 1 dargestellt, ein Leitungsende um ein A/4 -Stilick

vom Ringbereich nach auBen ragen, wohingegen das andere
Leitungsende durch einen Niet 9 mit der leitfdhigen

Schicht 7, vgl. Fig. 2, auf der Unterseite des Triger-
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substrates 5 verbunden ist und somit einen Absorber bildet.
Zur Kompensation von Serieninduktivitdten des Absorbers ist
der AnschluBarm 4 auf der in den Ringbereich ragenden Seite
mit einer Parallelkapazitidt 10 in Microstrip-Technik be-
schaltqt.

In Fig. 2 ist das Ringhybrid im Schnitt dargestellt. Die
Schlitzleitung 6 ist in die leitfdhige Schicht 7 eingebettet.
Die Breite b des ringfdmrigen Schlitzes weist zur Breite a
der Microstrip-Leitung das bei 180° - Ringhybriden bekannte
Verhdltnis von: a:b = V2:71 auf.

Ein Ringhybrid nach Fig. 1, das fir eine Mittenfrequenz

von 6 GHz konzipiert wurde, erreichte eine relative Band-
breite von 15%. Den Wellenwiderstand der Microstrip-Leitung
wdhlt man vorzugsweise zu 50 Q. Fir die Schlitzleitung

resultiert daraus ein Wellenwiderstand von 7179-

Im bisherigen Ausfiihrungsbeispiel wurde nur ein 180° -
Ringhybrid dargestellt. Fig. 3 zeigt ein Ausfihrungsbei-
spiel fir ein 90° - Ringhybrid. Die AnschluBarme 1, 2, 3

und 4 sind auf dem Umfang des in Schlitzleitungstechnik
ausgefiihrten Ringes 6 jeweils im Abstand von A /4 verteilt.
Die AnschluRarme kreuzen den Ring 6 wieder senkrecht. Auch
ragen die AnschluRBarme 1, 2 und 3 um Jjeweils ein A /i-

Stiick in den Ringbereich hinein. Der Wellenwiderstand der
Streifenleitungen 1, 2, 3 und 4 sei Zg» beispielsweise 50 Q.
Der Ring 6 in Schlitzleitungstechnik auf der Unterseite

des Trdgersubstrates 5 weist Schlitzleitungen mit verschie-
denen Breiten auf. Zwischen den Uberkreuzungen der AnschluB-
arme 1 und 2 sowie 3 und 4 ist die Breite b1 der Schliti-
leitung so gewdhlt, daB sie einen Wellenwiderstand von -2
aufweist, beispielsweise 35Q . Zwischen den Anschluﬁarme% 2
und 4 sowie 1 und 3 ist die Breite b2 so gew#dhlt, dad sie
einen Wellenwiderstand von Zo’ also beispielsweise 50 Q
aufweist. Im Bereich der Kreuzungen kdnnen wie zuvor Ab-
stimmelemente angebracht sein.
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Patentanspriiche

1.

Mikrowellenringhybrid, dessen Anschlularme (1, 2, 3, U4)
in Microstrip-Technik auf einer Seite eines dielektri-
schen Tridgersubstrates (5) ausgefihrt sind, dadurch ge-

kennzeichnet, da3 der Ring (€) des !likrowellenringnybrids

aus einer in sich geschlossenen Schlitzleitung, gebil-
det von einem Schlitz in einer leitfdhigen Schicht (7)
auf der anderen Seite des Trdgersubstrates (5), be-
steht, welche hochfreguenzmé’ig mit den Microstrip-
Leitungen gekoppelt ist.

Mikrowellenringhybrid nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dal sich die hochfrequenzmidfRig koppelnden

Teile der als Microstrip-Leitungen ausgebildeten An-
schluBarme (1, 2, 3, 4) und dem als Schlitzleitung
ausgebildeten Ring (6) senkrecht kreuzen.
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Mikrowellenringhybrid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dall die Microstrip-Leitungen zumindest
zweier AnschluBarme (1, 2, 3) um ein A/ U4-Stiick in den

Ringbereich hineinragen.

Mikrowellenringhybrid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Microstrip-Leitung eines An-
schluRBarmes (4) am einen Leitungsende um ein A/U4-Stilick

in den Ringbereich hineinragt und am anderen Leitungs-

ende um ein A/ U4-Stlick vom Ringbereich nach aulen ragt.

Mikrowellenringhybrid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Microstrip-Leitung eines An-

schlularmes (4) am einen Leitungsende mit der leit-
fdnigen Schicht (7) auf der anderen Seite des Triger-
substrates (5) verbunden ist und daR die Microstrip-
Leitung am anderen Leitungsende um ein A/L4-Stiick vom
Ringbereich nach aufen ragt.

Mikrowellenringhybrid nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daR im Bereich der Kreuzungen

des als Schlitzleitung ausgebildeten Ringes (6) mit den
Microstrip-Leitungen der Anschlularme (1, 2, 3, i)
Abstimmelenente (8) vorhanden sind.
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